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ON-Semi自動車用認定1200V SiC MOSFET (NVHL080N120SC1) 
構造解析、プロセス解析レポート 

概要 

・本製品はVds=1200（V）、Ron=80(mΩ）、Idmax=20(A)、最大動作温度175℃ ディスクリートSiC-  

 MOSFETで 高い電力密度と高効率の動作を併せ持っている製品となります。 

・AEC-Q101認証を取得し、車載アプリケーションに対応。電気自動車用の車載DC-DCやオンボード  

  チャージャー、太陽光発電、無停電電源、サーバ電源などへの用途が見込まれています。 

・信頼性および耐久性を高め、動作の安定性を強化する特許取得済みのターミネーション構造が 

 採用されています。 
 

解析のポイント 
構造解析レポート 
・SiC-MOSFETの平面レイアウトおよび、断面構造を明らかにしています。 
 その結果からセル構造、及び端部のターミネーション構造に特徴があることが判明しました。 
 

プロセス・デバイス特性解析レポート 
・プロセス技術に関する考察、マスク枚数及び製造プロセスフローを推定しています。  
 特にチャネルのセルフアライン形成プロセスと端部のターミネーション構造に注目して考察しており 
 ます。 
・ 本製品はAEC-Q101認証製品であり、トランジスタ構造から耐量性の強化に関連するポイント 
 について抽出しています。 
・ On-Semi社と各メーカーのRonAの比較を行い、プロセス世代を推定しております。 
・高温時（175℃）のオフ状態ドレインリーク電流密度についてもOn-Semi社と各メーカーの比較を行い 
 本製品の特徴を考察しています。 
 

レポート内容と価格 

〇SiC-MOSEFT 構造解析レポート：50万円 (税別) 

〇SiC-MOSFET プロセス、デバイス特性解析レポート：40万円 (税別) 

チップ写真 

2.95mm 

2
.9

5
m

m
 

パッケージ写真 

 

 



株式会社エルテック    Phone: 072-787- 7385    e-mail: info@ltec.biz   
664-0845 兵庫県伊丹市東有岡４丁目４２－８        ホームページ: www.ltec.biz 

SiC MOSFET構造解析レポート 
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